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SILIZIUM = PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR
fiir Verstirker- und Schalteranvendungen

Mechanische Dateni

GehBuse: Kunstateff,
JEDEC TO-92
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Kurzdaten:
Kollektor-Sperrapannung '"cn o ™ maXx, 40 v
Eollektor=-Emitter=-Sperrspannung '“Cl 0" max. 40 Vv
KEsllektoratrom -IC = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 'I:I - 28 Put = max. 450 mW
Sperrschichttemperatur IJ = max. 180 "¢
Gleichstromverstirkung

bei -UCI =1, -ll.'-‘ = 10 mA B =  100...300
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢

bei 'll: = 10 mA, -Ial = 1 mA -";l'fl: sat ® 0,26 VW
Transit=Frequenz 3

bei ~Uop = 20V, -1, = 10 mA Iy - 250  MH:z
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Absolute Grenzwertes

Kollektor-Sperrspannung bei I! = 01 '“ca g = max. 0 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei In = 01 -I.1.:E g = max. 0 v
Emitter-Sperrapannung bei IC = Oz “Upy o = max. 5 Vv
Eollektorstrom: -1, = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 'UE 287¢cy Ptn = max, J60 mW
Sperrschichttemperatur: QJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: llE = min. =65 T¢
‘E = max. 150 "¢
Wirmewiderstands
gwischen Sperrschicht und Umgebung: lth v - 0,357 K/mW
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Eennwertes bei & = EEbC

U

Kollektor-Emitter-Restatrom

bed _UC! = 30 V, _UEB = 3 Vi

Emitter-Reststrom
bei -0 = 3V, =U = 30 Vi

EB CE
Eollektor=Emitter-Restspannung
bei -IC = 10 mA, -Iﬂ = 1 mis
bei 'Iﬂ = 50 mA, 'Il = 5 miAs
Basisspannung
bei -Ic = 10 mi, —ln = 1 mAz
bei -IC = 50 mA, -ln = 5 mAs
Gleichstromverstirkung
bei -UCE = 1V, -IG = Dy1 mA:
bei "UEB =1V, 'Iﬂ = 1,0 mis
bei -UEE =1V, -Ic = 10 mii
bei 'UCI - 1V, -IC = 50 mAr
bei 'Uﬂl =1V, -Iﬂ = 100 mAz

Transit-Frequens
bai -UEE = 20 V, -IE = 10 miA

und tH = 100 MHz:

Kollektorkapazithit
bei -l]cn = 5V, I: = 0
und f = 100 kHz:
Emitterkapazitit
bei -U“ = 0.5 v. IE = 0
und f = 100 kHz:

Rauschzahl
bei 'UCB =5V, -Ic = 100 i,

l‘ w 1 kil, f = 10...15700 Hz:

Transistor 2N3906
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Itnnv'rtgl_!hrtlit:unl: bei ‘U = 257¢C

Vierpol-Koeffizienten

bei -vﬂﬂ = 10 ¥V, -IE m 1l mh; f = 1 kfz:
Eurzschlub-Eingangswiderstands h.“III
Leerlanf-Spannungsriickwirkung : hlEe
KurzschluB-Stromverstirkung: h21|
Léeerlauf-Ausgangsleitwverts h22&

Schaltzeiten

bei -ch = 10 mA, -IBx = +InY = 1 mid

{‘uh“ c=3V, B =275 Q)1
Verzigerungszeit: td
Anstiegezeit: tr
Speicherzeit: t.
Abfallzeits tr

A A BA BA
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2...12 kQ
1...10-107"
100. .. 400
3...80 us
A% ne
a5 ne
2256 ne
5 ne
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